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In Re Application of: Ker et al. 



Group Art Unit: Unassigned 



Serial No.: Unassigned 



Examiner: Unassigned 



Filed: September 2, 2003 



Docket No. 252011-1280 



For: ESD Protection Circuit with High Substrate-Triggering Efficiency 



CLAIM OF PRIORITY TO AND 
SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF REPUBLIC OF CHINA APPLICATION 

PURSUANT TO 35 U.S.C. §119 

Commissioner for Patents 
P.O. Box 1450 

Alexandria, Virginia 22313-1450 



In regard to the above-identified pending patent application and in accordance with 35 
U.S.C. §119, Applicants hereby claim priority to and the benefit of the filing date of 
Republic of China patent application entitled, "ESD Protection Circuit with High Substrate- 
Triggering Efficiency", filed September 16, 2002, and assigned serial number 91121117. 
Further pursuant to 35 U.S.C. §119, enclosed is a certified copy of the Republic of China 
patent application 



Sir: 



Respectfully Submitted, 



THOMAS, KAYDEN, HORSTEMEYER 
& RISLEY, L.L.P. 




Daniel R. McClure, Reg. No. 38,962 



100 Galleria Parkway, Suite 1750 
Atlanta, Georgia 30339 
770-933-9500 
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INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS 
REPUBLIC OF CHINA 



This is to certify that annexed is a true copy from the records of this 
office of the application as originally filed which is identified hereunder 
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% 1 I 



-f£&&®#4L#$afet(electrostatic 
discharge • ESD) m «. t & • t£ESD Rr^t^fe^^*t > 
£ & # 4l - tL ^(device) - It fa fa m ?L ft a & 

& it ^ II A & • tt^4Stt^4L7bfr**«l*t«M* * 

tKpad) • # - ■*§ M & T % * £ t - * ft & « « A tt 
(bipolar junction transistor » BJT) • # -~ 4£ &'& £ & 
#BJT • #-*ttt*4*«fc#fc*:lfr-- 

#j&^$»&n-tsfcHt^]!jj ■ ffl « ^ m fa m. - & n 

^f^^if ^(transient current) • # - El # & a*.' 
& * # - * -BJT ft & &(base) & - $ j^BJT #j «■ ft ^ ffl • 
^ESD * # b£ . ffi a ft % t* % -BJT • a # &ESD t at • 




i - <frwvL*n CD 

^ & W % M^-*£#f;&t(electrostatic 
discharge ■ ESD) IS5r&ftfeA&4iM;b# . * A - « * # 
ffi & ft « # J*. # P# t£ t & - 

& * _t • ESD 

(integrated c i r cu i t ) &) $ fA 4 # & i& 0. » & 10 64 afc t 
ift ft ' JNfflt**ift#I-C • it * *. ft A It #0 M 

m • isif natti.4bi • m & & «t « jfe i§ » i c 

4ft ft * # # #! «t ft ' *. ^ jLESD Af'«Tlfeatj^^** • 

Aftfe*ff*##ftifcjft**fc - *Tftfc«r*fc** 
ft • ■ - ft #ESD Rr*7fc#*p*«.'« A X. -t 7t # • * JL ft 1 
n » »lBBA--**»*&**ESDRr*|fctettltA. *Kport) • 
JL 2! #M0S(PM0S) Mp & ft 2! #M0S(NM0S) Mn4t*ESDfttt 
it # ' - ft. A * # * ^(multi-finger 1 ayou t ) ^ £ & 
^&iiBa$t(metal-oxide-semiconductor field effect 
transistor • MOS> • »2A B * - S *» W > « 4 ^MOS ft 
^ ^ H I ft2BH*ft2AH*--*]fi&B • £ # * # 
(multi -finger) ^MOS » ®^^#A^7t#X-t » TO b$- X 

' ^r«nt«i^ &ESD P# H to 

fl& • A X -t #J MOS it #■ ft it ift £ A J* & ft Mj Hk >k % 
n ^(uniformly) Ml m * *- ffl * • £ * * *£MOS ft it 49 # M 



"I 
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$41 



JL - (2) 

^T*P^ft^^W«?t«^«/9rW ' £ 43 & jftMOS ^ESD fif 
^^i^i^^rlt^Tt^^^itAffijitA • & T & i§j £ & & 

mos ^esd *t £ * ' a«re,*pWttt&^*«ttM^ftt« 

ft & «OS Ml 3 * # 4* ' & & £ ft # ftMOS ^ESD 

(device layout) » &£&$&&ffl&|||aQif* » # - itj 
& fe ^ESD Rr * it # • 

^(electrostatic discharge • ESD) Kr ift f; » ifcESD Rr 
& t & & * * * * £ ft J* m - to #( device) - «. it ^ * 
l»«fc£*fc#«Ajft*t*-EyfltijLf&. • t£ £ ft & *g it # 
* * 41 *t * « * - t*i***ttAi^-#fttt • « ft 
*4S4*ift.£-&^l* fKpad) •■*--*M*T^*4.#- 
§E ft 'It 4£ © H a a a It ( b i po 1 ar junction transistor » 

BJT) • # - ft ft ft % tk tBJT & t ^ - #J 4t ft • # - m 
€ flit A aUTfe*****-***-****-* ft & 4l N > JB 
a ft *tf ^ ft M ft & t transient 

current) • # ~ ® «Jl I* ft #fe ;8fr # --BJT W & ft(base) 
& - % — BJT ft ft ^ ffl • ^ESD * # . ffl a /» * 

BJT • a ff &ESD 1 % • 
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- ft £ H t A It & 41 ' *t;te-£~£«S!:«L-&*t ^ 
(substrate) _t • tt^&^ISAtt&fc&^^ttfc — af-f; 



Jj.ll _w 
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t t ^ 
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H- # «J 

^» 








# * 's m m & • 


^ 4t JX iff 2 


ip 


jtjft. 


3fp IE! 


si 




It H 
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- % ~ * ^BJT • 
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- T 
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^ 3(f # • it fl& It A i£BJT 60 4t « % il • li^tltl 

^ ' -r a « % — B JT ^&*&f:>7li • ^#t^j^ — B JT > a 

^ « * « ' «. s^ESD P^r f£ « A & & -f € B a a It J* # it 
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3L - ftWHW (4) 

n & & &oesd m it & • 9 

f 1 «fc #'J : 

£5H£**91tt&tttt#- ^ESD ft & « fg> ' J&NMOS 
^ 60 ^ & 7p & ffl . * # W (ft ESD ft II f J&3 0 & % - £ ^ 
& *& 4lNMOS( &Gl~Gn 6<i $ J* #) - «. It 4® * .1 t «L £ iXJ it 
#32 a&#.*t*-EHHfc &34 • ti^lttt a & 
(finger dra i n) ft & JL - & ft &(pad ) 36 • # 48 * & t 
ft A m ft #32 tf( finger 

source) & -Vss t * & *- ffl 0 #####T^^^.^ - £ 
tt#t***td"«l4»A-*«t 60BJT(Tl~Tn) 60 # & 
(collector) - & &(base) « iL & &(emi tter ) • #■ 4® ® ^ 

it^^if^S^T - *» * » £ # * # ^NMOS £ 
ESD*#«j#-&i$8L##i$3*!i*# ' f *» H K *G1 & ^ 

# » f ft &G1 H - ft i£ 4l ^ i t ft ^ j»J to #32 60 % ft 
$ t 4fc #T1 ^ «■ & t & • K *T1 ^ 4t & t M it* £'] - & & 

& . & i& - EJ ft & &34 #1 * It « # ft #r ' T2 m & « « £ 

* *h ■ $ ' m #T2 60 F*1 J& ' &G2 ito A. *J- ifESD f ft 60 *T 
*] • & %5 M * ft & & * A^T » G 1 6d «j # l» ♦ ^ &G2 60 
$o # > G2 60 m % m t f &G3 60 m & ' a *tb & # ° & & ' Gn 
60$#iW^&Gl60$o# » itt • 4t*T-'tt#J*#tt*i# 
**i£*&i*&6&£&*te ° © ifcb £ « 
& # * I s ) ^ ^ ^ itESD t ft 60 Ml T ' * # B 3 4lESD ft tl tg 
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£. - ®WtlW (5) - - 

# H t & tfc ft W ♦ ^ * 1 # # ESD ^ & ^7 • 9 

* * # # -^NMOS # ft K * ^ ^ESD t£ it # B$- . & 
«L*t4S«*^rai#*s* 5-Vss . *'& % 4 « PL H & JL 

Vss • *» £ 6 © flr • ^|6| f ' % 1 t >ft <ft « *t #32 £ 
t PJ-Rsl-Rsn • #■ - E7 It Ml J&34 #f*3i£&& 

(internal connection wire) » s£ & — B JT #j M ft H £ — 

BJT ft & ft • 

* £ # * ^NMOS * K *. # 4ESD w « to # a* • € * 

# 4 |fr A ^(output port) ft m ft IS(driver) afr » 4dt « 

' ft « & * * ' ^«Jfr*frtt**^*Ptt*M4Sft*£lir 
8l«Sft H (pre-driver) - £ #7 ® t • m##£iffift^& 

#£7BrfeJ9fift£38 • ft- il/r • 

Ifc T £ « Mr # ^NMOS *b • # «T a -ft £ « * 
4t^PM0S to # Ji • $8 @ '* |9|^laH^t ^PMOS 

* # « ^ 16 #J • * t • #8« + 

VDD t ft 4l ' ffl |l £ t t ft # # M M m * ft ft ffl ft ' 
ifc54#^^iIffl^*M>v4 ^ESD PtT ft t o $ 9 n f ft # 
W**l*i-#AL*ftS38 ' & £ ft & m ^PMOS # 4 - #1 
ft fe « ft H(post driver) • it # 4 4ft A 4 *.ESD Rr £ it 

# It E • 

NMOS ft 4f >§j ffl (layout) • $ 1 1 A H A * 1 1 B ffl ^ #j 4 % % 

io n txx* «ft. &yy' in # *j do si ° * # & mmos «t -p ^ 

& H40 _t ■ * 4b ft S 4 - 4®P+ # ftft &42 • ft % } ft Mr ft 
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3L - ftWiilW (6) 

NMOS ^ ffi li H( guard ring) > l§Ii^^^*PS&«4 0^« ^ 
*fe it & ft ' & * • 

«10 * 1 1 A * 1 1 B ffl t # 4 M & J* * • # - 48 # # 4* * 

^ - ^ fffl &44 - - *S Sfc » - & SSL & a A - 1. tt f; >ft it A 

Sfcj&*--N+##fi46 • #8Lft4-N+#ttl£48.' & # JL - 
&^£F&36 • 1. It € % it ^ ft &P + # * 1150 » #-P+#$i 
H50 &N + #»S48tf&ffi • P+ # & & 50 H-N+ # & H48 3: 
« # 4» H 4b >f 52a ^ £ ft «. 0 ■ t » # & 4b ^ 52a & « & Sft 
fil & &(shal low trend isolation » STI ) J|L # flij j& » 4s 
*T ffi ^ *P H 4b local oxidation » LOCOS) H 4t •• 

— NPN BJT • N+ # H H48 > P £ & ^40 HN+ # #.£46 ^ #J $ 
j&BJT # # - & & 0 & & lt404L&|9L 

(spread res i stor ) it # £]P + # # H42 - & ^ ^ & S. & 

& % A it ^ ft 5 0 - # & It t flft it ^ ft # € >7H it /v 1$ . «r « 
4t *BJT *. « « JE ' it ffi m #BJT ^ it ' *.#ifcESD«. 

# % m tSt £N + # * &46 # ' 40 »\ a — N #54 A 
• N 2! #54 # - i£ & « # j» &46 • £ - it it & # 
& &56 • tfrjN+##H56£l&jLVss °N2l#54_h^r^;&i#& 
4b ,§5 2b ' ->8r©Bbil&N+#&£56jf|46 ' ^ - ^ © ffi « it 
# t |SL l& 4£ ° 

$11B H t M * 7 - It « it # H. internal 
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2. » (7) 

connection circuits) • & ^. 4a 4& a & $ & ia aft 4& * /s]^ 
St * « £ it & «t « ft St A »( £ St ttP+ # I* ft50) ' 

# ft (150) • 

#11A A11B H t -^ESD P# & 1 fft- . £ESD * # b£ £ £ 

60 st K & a ' a m m m 60 # & m % m * 60 4 « • 6 & ^ 

j& $ i B t t* Sfc ' £ *b i| • 

bjt6o&& » -&?r j-x stft - ® % & h&wjt *i &m • 

& 5. & m * 60BJT 4l & & • Hfe.«t*«L«L-«*llta!L'« *! 
ft #32 ^^afc^ttW"***-**--*! 60BJT • % 12 © 5. 
'15B*Jfc*4*&tt**fc*l » & t • # & it ft T #r * 60 
BJT ^ & m • & f ^ • * - 4HBJT 4& m # b£ . & # ^BJT 

12 B 60 £ « # 4* ^NMOS *J & n • * t * £ 60 BJT *T a * FQ 
8f « # • 

P+ # # &50 + # « ft 48 tru?««-4«» # 
(dummy gate) ft 4 fift. tt • 1 7 © * 41 & « #* 1- St t ft St A. 
ft 4l H ^ A M & *|70 Rl «ft £ # & *&NMOS 60 ft Mj ® • $18 
B 4 # 1 7 fl « £YY' & ^ #J © B • te&EJlft&i&te&^iai 
^BJT# # 60 «9 # 0 £19 B * *17 B >& #YV l&4L*J 66 B ' 
<a*Ej«<tfft.«.**i 4^BJT l§] Bf 60 « # • 

& t ft «!l #32 60 ^-Jfe -fe ^ 4* 3HESD * # «*■ 60 A 
4 t ft » Sfcfl&fcfctfaiUfcttt'ffc- B *b » flfr T t E& ^ *b ' 
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i * . (8) 

nO#**#^ — 22 B/tf*) • XL * t A ' *T 

a *t tt ft «. * £ - 4st sl at t * # # $ . « # g 4t * & a 

i^l^tl^^ffi ^BJT • is. & . £ESD * # . £a 
«9 #BJT • 

# ^ & M(mixed-vol tage) IC fl& f • *fe 4 ^ ( s tacked ) 
NMOS -&&ffi&*£*#*fc&€M^4fc#tfJ/v<f=!fe. R) b$ 

— ESD ftr «[ tc # • ifc 4 £NMOS n & 

HI 'A * 4 ft Hf -SlESD « % • $&EJltll^£;^*fc4^ 
M T 60BJT ■ #23 fl m • 

* «. ** f *» #ESD ^MOS • & & % 

®&itiL%*m*i)%m%:**%nttorA^ • ^esd n 

« * #1 JB ESD t ft 3tf - & tt/M'#&#f£t£.&4l&!fc • 

* 4t"m- * - & «l «9 * ' /tf *LESD «t & 

fa @ 1*3 • #*Ttt#*ttX.»*aH* ' Sifc^^^^^tile, 
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h it & & m ^ _l & a # - # wl ik ft ft £ m I? ti • ♦ 

T5c^^-*t^ir«fe^j ' n a& ^ m w* h ^. » ^ # *« t& b ^ *o 

T : 

#2A B & - * *p 6<j £ ft & 60 -ft >£j ® ; 

%5®&&®Wtf]&1&m® ^ESD fi^f f • ttNMOS t 
#6 @ & £ ft & # ^NMOS # A K * # &ESD P# « tc # b£ 

^ - ^ «fc fci ; 

#7 ffi ^ £ ft ^NMOS #*-«to»Bfr:^-** 

; 

|8ffl^|^#t ^PMOS * ft " * # &ESD Rr * it # Bf- 
- <N : 

$ 9 n * # ft * * ^pmos ft % - m$i) n s$ - t 

HOffl^-^t^fB^ . A.*4ftJ*;i*4L£ft#;ft 

NMOS 60 # B(layout) : 

* 1 1 a n a 3Mib n ^ jw ^ # * #io n txx* & ayv & 

60 #j ® n ; 

BJT 60 E9 « ^ |fe #j ; 
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$16H*-Tttffl*$12nti£fttir#t ^NMOS *J © 

# 1 7 m & ■*§ & & it « 35?t m a & ft a J: m m 

<6 4l ^ i# *&nmos ^ n ; 

BJT It 4 #j « # ; 

bjt «r ra ^ # * # : 

#23 @ & # 93 A ffl 4 £NM0S - t fcM « 

93 ttESD Rr £ « «&-~30 ; 
I I I )1 # 3*J to #-32 ; 
it & ; 

ft ^ tf *(pad)~36 ; 

jtirfe«4»8~38 ; 

P m & 3£~40 ; 

P+ # & & -42 - 50 ; 

# HQ *&~44 ; 

N+ # # &-46 > 48 > 56 I 
J# H 4b >§ -52a - 52b ; 

N gs #~54 ; 

A M J* *-70 • 




i 1 — ; 1 • • • 

1. - 3£ & ft $g # ^ # € & €(electrostatic ™ 
discharge ' ESD ) Rr fi t ' & ^ ^ : 

^ ;£ £ 4! & *&(multi -finger layout) ^ - to # 
(device) ■ * # & it # M & - **t4i*l*ttaiLi^ - # 
8. & ' tt«SSL**l#i-*^ff ft(pad) » 4fr - # M & T 
Mi £ # - £ '14 & fi> € B B a ftCbipolar junction 
transistor » BJT) » 4§r-*§&5t&&tt£BJT&t4L-ft# 
iS. » 

% % faik m 7t #(voltage drop 
elements) » %: - % % % fa fa m it ft & & - $\ M> & i& 
m & - % ail & TA • «afl*«!t«--*B**J&*.#M'j|Stttf 
JH i| ^(transient current) i J-X A 

^. it 0 ^ & ^(feedback circuits) « # - H & 
tt 4£ ^ - £ -BJT # & &(base) & - % ~ BJT # # & ^ 
ft • ^ESD * # a* • fli a ^ % U % -BJT . tx ff afc'ESD f 
>7il ° 

2. *o t * * *'J A Ifl # 1 ^ ^ESD Rr ti % tt • * t ' tt it 

# ft 4 -NMOS - 

3. t f# # *'J le, @ $1 It ^ESD Wr*«*&.»£«r*»t$7t 

# ft 4 -PMOS o 

4. *o f ff $| jg. n $1 jg ^ESD P# & t tt • it t • tt Tt 

5. *» t tt -I- *'J A SI $4 * -^ESD Rr i% « tt- » £ t ' tt t& 

# ^ * it m # « * t ^ - # it i§ - « i& 4k # j. - f: « * . 
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6. *• t If * #'J IE 0 9 1 « 4^ESD Rr # « f& ' ' * t ' t£ 7L^ 
driver) • 

7. *o t tf * m ft a 1 * 4LESD P^r II « . & t ' tt * 
U & H * A «J ^ # JM£ it ^ t I& • 

8. f tt-I^JIil7^ ^ESD B=5r « % & . & t ■ # - 

a * « /9f * a • 

9. *> t If + *'] ft 1 91 * ^ESD ftrl£€i&'£-t't£^ 
V ft t 4* « it 4 41 *t ^ * inductor) • 

10. f n * *! .ft II % \ * ^ESD Rr «L « fft- • * t • * 
^ ^ ft t xfc ^ *'J tg # & ^ - ~ $ • 

H.*it1fr + iHftH*lJj| ^ESD Rr'* « Ifc. . * t » tt 
Stfft«ft<K»|ifc#'ft&'£*.*t*fi $ « 4^ ^ « "ft . 

12. t * * #'J ft H 91 « ^ESD «r tt 
EHt**&.4fcifc#tt£ -BJT ^ & H t£ % -BJT 4l ft & • 

13. t tf ^ *'J ft 0 % 1 « ^ESD Rr £ « . & t ' t* 
EH**«&-'ft|S]a*ifc«ttft -BJT ^ *. * - - 9 -BJT 4l ft m 
A t£ ft ~BJT # ft o 

14. * tf * *| ft ffi m 1 jg 4iESD KFf 14 • * t - t 
to # ft £ - ft £M0S • 

15. — **#*A«64L#t*tt«r«|fe^4&-*^|L 
*-«AII«>£ ' «t - % -=■ * « ^ - A ^(substrate) 
Ji • & ^ # : 
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^ 4l - ft. tl Jf (guard ring) 
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